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III. 结论
以 Pb(Zr0.1Ti0.9)O3 为研究对象分别研究了这三种情况下挠曲电效应对铁电薄膜载流子分布及其漏电流的影响：

在考虑了挠曲电效应的情况下，发现挠曲电耦合效应对外延应变下单畴铁电薄膜漏电流影响不显著。

局部力作用下的铁电薄膜漏电流随局部压应力增大而增大。

多畴中：极化与纵向应变梯度之间的耦合会提高铁电薄膜漏电流；极化与横向应变梯度之间的耦合会减小铁电薄膜漏电流。
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退极化场；
漏电流。

I. 研究背景

最有前途的存储技术之一：
铁电存储器

疲劳 保持性损失印记
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完全商业化失效问题

II. 结果与讨论

解决保持性能损失是 FeFET 实现商用的关键。

目标：挠曲电效应调控漏电流

调控：电畴、应变梯度、挠曲电效应

问题：铁电薄膜的保持性

铁电薄膜中存在
大的应变梯度及

显著的挠曲电效应!
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Time-dependent Ginsburg-Landau 
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在外延单畴铁电薄膜上，纵向应
变梯度数量级为 105 m-1 时，挠

曲电效应对漏电流存在较弱（不
显著）的增强效果。

铁电薄膜PZTPt电极
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εmisfit= -0.01, (a) 无量纲电势图;(b) 无量纲空穴浓度
εmisfit= -0.029, (c) 无量纲电势图;(d) 无量纲空穴浓度
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11所描述的是极化与纵向应变梯度的之间耦合， f*

11的增加会提高铁电
薄膜漏电流，不利于铁电存储器的保持性能。

f*
12所描述的是极化与横向应变梯度的之间耦合，f*

12的增加会减小铁电
薄膜漏电流，有利于铁电存储器保持性能的提高。

失配应变 εmisfit = -0.01 时，不同挠曲电系数下的漏电流

外延应变εmisfit = -0.01时，不同局部力作用下的漏电流 外延应变εmisfit = -0.029时，不同局部力作用下的漏电流

 局部力作用下挠曲电耦合效应对单畴漏电流有较为显著的影响，漏
电流随压应力增大而增大。

 挠曲电耦合效应对基底应变下铁电薄膜漏电流有较弱的影响，无法
显著影响漏电流。
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